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【はじめに】 

酸化物半導体 TFT は、高移動度化に伴い、閾値電圧(Vth)が負側にシフトしやすいことが知られ

ている。本研究では、金属薄膜を通過させて下層の SiO2膜にイオン注入を行うことで、固定電荷

制御が可能である 1)ことを応用し、酸化物 TFT のゲート絶縁膜(G.I.)へのイオン注入による酸化物

TFT の Vthの制御を目的として、検討を行った。 

【実験】 

評価はセルフアラインによるトップゲート構造の IGZO-TFTで行った。Fig. 1(a)に示すように、

Mo(10nm)/G.I.(100nm)構造に対してイオン注入(N+イオン、10keV)を行った。ドーズ量は、1×1013、 

1×1014および 1×1015ions/cm2の 3条件とした。また、Fig. 1(b)に示すように、ソース/ドレイン(S/D)

領域の低抵抗化のため、ゲート電極(Pt/Mo)をマスクにイオン注入(B+、30keV、2×1015ions/cm2)を

行った 2, 3)。イオン注入後のポストアニールは、管状炉を用い、窒素雰囲気で 2h行った。 

【結果】 

ポストアニール 200℃後の伝達特性を Fig. 2 に示す。G.I.へのイオン注入によって、Vthの正側

シフトが確認できた。Vthのドーズ量およびポストアニール温度依存性を Fig. 3に示す。G.I.へのイ

オン注入とポストアニールとの組み合わせにより、Vth制御が可能であることを確認できた。 
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Fig.3.: Dependence of Vth on dosage 

 and annealing temperature 

Fig.2.: Transfer curves of oxide-TFTs 

(a) Into gate area 

Fig.1.: Ion implantation process 

(b) Into S/D area 
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